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【はじめに】有機半導体のナノ構造制御により、特異な光学・電気特性の発現が期待できる。中

でもナノロッド構造は 1 次元的な構造異方性によりキャリア移動度の向上等が期待される。これ

までに我々は、p 型に銅フタロシアニン(CuPc)、n 型にフッ素化銅フタロシアニン(F16CuPc) を用

い、pn 接合有機半導体ナノロッド形成に取り組み、真空蒸着中の基板温度と基板の表面エネルギ

ーの制御により、Pc 分子はロッド長軸に分子面を垂直方向に配向し、CuPc/F16CuPc 接合ナノロッ

ドが作製できることを報告した[1]。本研究では、n 型有機半導体に CuPc とより格子整合性がよい

F8CuPc を用いて pn 接合 Pc ナノロッドの作製を試み、構造および物性評価を行った。 

【実験と結果】Au 蒸着膜 / Si 基板上に基板温度 110 °C で CuPc(50 nm)を真空蒸着法により成膜し

（CuPc 薄膜）、大気暴露後に同じ基板温度で F8CuPc(50 nm) を真空蒸着し積層（大気暴露膜）、お

よび真空中で F8CuPc(50 nm) を連続蒸着し積層（連続蒸着膜）した。作製した薄膜の SEM 像を

Fig. 1 に示す。すべての薄膜中に基板表面に対してロッド長軸が垂直配向したナノロッド構造が観

察され、ロッド直径はいずれも約 45 nm であった。ロッドの長さは CuPc 薄膜では 50-80 nm、

CuPc/F8CuPc 大気暴露膜では 50-100 nm であったのに対し、CuPc/F8CuPc 連続蒸着膜では 50-250 

nm とより長く成長したロッドが観察された。また、表面 SEM 像より算出したナノロッドの形成

密度は、CuPc 薄膜、大気暴露膜、連続

蒸着膜で 84.8 %、90.0 %、84.4 %とな

り、大気暴露膜ではナノロッドの密度

が増加していた。 

これらの薄膜の C1s 軌道の XPS ス

ペクトル測定結果を Fig. 2 に示す。

大気暴露膜では CuPc と F8CuPc の両

方に由来するピークが観測されたが、連続蒸着膜では F8CuPc由

来のピークのみ観測され、F8CuPc が薄膜最表面に存在すると考

えられた。以上より、大気暴露膜では CuPc ナノロッド間に

F8CuPc のロッドが形成され、pn 接合していないロッドも存在

するが、CuPc/F8CuPc 連続蒸着膜では pn 接合 Pc ナノロッド形

成が示唆された。 

Pc ナノロッド薄膜の電気特性評価を、導電性カンチレバーを

用いた AFM による局所的電圧電流測定により行ったところ、

整流性を示唆する I-V特性が得られた。 
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Fig. 1. Cross-sectional and top view (inset) SEM images of CuPc 
(a), atmospheric exposure (b), continuous deposition (c) thin films.

Fig.2. C1s XPS spectra of CuPc, 
F8CuPc, CuPc/F8CuPc thin films.
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